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2.1 FIB 法の原理 
 本研修では FIB 加工装置を用いての技術研修
を行うが，ここで FIB 法の原理について簡単に
説明させて頂く．[1] 











                        





























































































図 3．表面層の観察写真(断面加工後：SEM 像) 
 
 図 4～7 には TEM 観察用試料作製の様子を示







































グ(試料の片側で約 105 秒)も併せて行った． 
 
2.4 TEM 観察，EDS 分析 
 本研修にて FIB で作製した試料の TEM 観察
も行ったので，その結果について説明する．図
8(a)，(b)は Si を Ar イオンミリングしたもの(試
料の片側で約 105 秒)と Ar イオンミリングして
いないものの TEM 観察写真である．画像の右
上に記載しているのは写真撮影時の回折斑点像
である．図 8(b)は Ar イオンミリングをしていな































図 7．試料の薄片処理(SIM 像) 
 
察された． 














果を図 10 に示す．図 10(a)は STEM 像，図 10(b)
～(e)は各元素毎のマッピング画像である．図 10
に示すように，黒い斑点物の発生箇所，並びに
変色箇所については， Ga と Cu の色合いが強
いことからGaとCuの複合物が発生していると
考えられ，そのスパッタ物が試料に付着してい
ると考えられる．またここで Si への Ga 成分の
付着の原因は Ga イオンビームを用いているた
めであると思われるが，Cu 成分の付着について














図 8．Si の TEM 観察像{倍率 120k 倍; (a)：Ar

































また本研修では Si 以外に V でも TEM 観察用
試料の作製を行った．V においては FIB 加工を
する前に横型真空焼鈍炉において，1100℃×8h
の熱処理を施したものを用いた． 
V での TEM 観察写真を図 11 に示す．図 11
は Ar イオンミリングを行った V(試料の片側で




図 12 に示す．図 12 に示すように Ar イオンミ




             図 11．V の TEM 
観察像{倍率 

















図 12．V のスペクトル(EDS)分析結果 
 
 また V でのスペクトル分析(EDS)分析にて発
生した元素を元にマッピング分析を行ったので，






側の黒い V の部分においては Ga の成分が認め
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